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Posudek skolitele na disertacni praci Mgr. Oleksandra Romanyuka:
Surface Structure Analysis of Crystals by Quantitative LEED and RHEED Techniques
Od pocatku postgradualniho studia se Mgr. Romanyuk zamefii na studium strukturnich
vlastnosti povrchu epitaxnich vrstev na bazi GaAs. Zamefeni prace souviselo s pokrocilou
technologi! epitaxe z molekularnich svazku (MBE), ktera se ve Fyzikalnim ustavu AV CR
rozviji od osmdesatych let minuleho stofeti. Zatimco kvalitativni kontrola struktury povrchu
pfipravovanych struktur bezne probihala v prubehu rustu metodou RHEED (difrakce rychlych
elektronu) a po ukonceni rustu metodou LEED (difrakce pomalych elektronu), kvantitativni
informace o vzdalenostech atomu na povrchu a v podpovrchovych atomarnich rovinach
obsazene v difrakcnich stopach obou metod nebyly dostupne. Stejny stupen vyuziti
elektronovych difrakcnich technik byl i na nekolika dalsich pracovistich v republice. Duvod
spocival v obtizich na strane experimentu i vypoctu. Kvantitativni analyza intenzit difrakcnich
stop LEEDu vyzaduje velmi podrobny zaznam difrakcnich obrazu v sirokem intervalu energii.
Vypocty intenzit z pfedpokladaneho uspofadani atomu v povrchove oblasti jsou narocne a
vyzaduji pokrocile vypocetni melody i pocitace. Obdobne potize se vyskytuji i pfi kvantitativni
analyze difrakcnich stop metody RHEED.
Disertacni prace Mgr. Romanyuka spociva v kvantitativni analyze difrakcnich obrazu metody
LEED. Epitaxni vrstvy GaAs byly pfipraveny v laboratofi MBE a pfeneseny za podminek
ultravysokeho vakua k mereni do fotoelektronoveho spektrometru. Tenke epitaxni vrstvy
silicidu zeleza byty pripraveny, mefeny metodou RHEED a kvantitativne analyzovany
v prubehu rocniho pracovniho pobytu Mgr. Romanyuka v Japonsku. Podstatne vysledky jsou
shrnuty do tfi publikaci. Vysledky kvantitativni analyzy struktury povrchu GaAs(001)-c(4x4)
byly navic pfijaty do strukturni databaze NIST.
Mgr. Romanyuk zvladi bez problemu zkousky a pfedepsany studijni plan. Vyrovnal se ze zcela
novou odbornou problematikou i s obtizemi ceskeho jazyka. Pfi sve praci se opiral o odborne
zazemi laboratofi, ve kterych pracoval. Pfi osvojeni metod modelovych vypoctu difrakcnich
intenzit mu radii a pomahal doc. Igor Bartos. Podili se na feseni beziciho projektu ,,Elektronova
spektroskopie povrchu epitaxnich polovodicovych nanosystemu na bazi GaAs" (GAAV,
A1010108) a noveho projektu ,,Unikova hloubka elektronu z krystalickych povrchu „ (GAAV,
IAA100I00622, 2006-2009).
Disertacni prace je psana anglicky. Ma velmi dobrou grafickou uroven. Po jazykove strance by
si vsak zaslouzila korekturu. Svym obsahem vsak tento nedostatek nastesti vyvazuje. Mgr.
Romanyuk - podle meho nazoru - prokazal pfedpoklady pro samostatnou vedeckou praci.
Doporucuji proto, aby prace byla pfijata k obhajobe.
V Praze, 3. bfezna 2006.
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